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超伝導体が発見されめ,Tcが飛躍的に上昇 し
た。このことは,超伝導体のハンディキャップ

であった極低温冷却の問題解決に道をつけ,安

価で資源的に問題のない液体窒素冷却を基盤に

する超伝導エレクトロニクスの夢を大きく現実

化させた。

酸化物超伝導体を超伝導 トランジスタ,超伝

導メモリ,ジ ョセフソン素子,SQUID(超伝導
量子干渉素子)な どの電子デバイスヘ応用する

ためには,超伝導体の薄膜化が不可欠な条件で

ある。現在,蒸着法0,ス パッタ法9,気相成長

法 (CVD法 )6～9な どの方法により薄膜化の研
究が行われているが,その中でも最近,量産性

と制御性に優れている CVD法 を用いた超伝導
特性の良好な薄膜の作製が急がれている。

本研究では,CVD法 による Bi―Sr― Ca―Cu O

酸化物超伝導薄膜の作製に関しての基礎的情報
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Shigetaka FuJITA,Yoichiro MASUDA,Yllmio YoKOCHI,

Takeshi MuRANAKA,SatOru OHTA,Hidehiro SEKI,

Yoshinori SAKAMOTO,WIakOto BABA,

Akira BABA and Akira ToGASAWA

Abstract

Bi―Sr― Ca― Cu― O thin lilna was prepared by chemical vapor deposition(CVD)method using

triphenylbislnuth,Sr(DPヽ 江)2,Ca(DPM)2 and Cu(DP"I)2(DPM=2,2,6,6-tetramethyl-3,5-
heptanedione),、 vhich are organic rnetal,as gas sources  The alln depOsition、 、アas carried out on

MgO(100)substrate at 830° C
Electrical resistance of lilHl sho、 ved negative temperature dependence,Ike a semiconductor

FrOna X― ray dittraction pattern,it was found that CuO lvas mainly formed on the substrate
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1。 ま え が き

1986年,ス イスの IBMチ ューリッヒ研究所

の J.G.Bednorzと K.A.Mullerが Tcカミ30K

級の Ba La Cu-0酸化物超伝導体を発見 し

た。。以来,酸化物超伝導体の研究が急速に進展

し,1987年にはアメリカのヒューストン大学の

C,W.Chuら によって,Tcが液体窒素温度を越
える90K級の Y―Ba―Cu-0酸化物超伝導体が

発見されたり。さらに 1988年に H.Maedaら に

よって Tcが 110級の Bi Sr― Ca Cu O酸化物
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